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O projeto de circuitos analégicos em tecnologia MOS exige alguns requisitos importantes, como a livre escolha das dimensdes
dos transistores (W e L) e uma relagdo entre transcondutancia e condutdncia de saida alta, como para amplificadores de alto
ganho. Em matrizes de transistores de tamanho fixo, tal como a empregada na metodologia mar-de-transistores (SOT), ndo temos
a liberdade de escolha das dimens6es, 0 que demanda certas otimizagOes. Atraves de uma associacdo série-paralela de transistores
podemos emular dimensdes arbitrarias que geralmente ocorrem em circuitos analdgicos. Estas associa¢cbes mostram-se uma boa
alternativa para obter transistores com boas caracteristicas I-V (Corrente-Tensdo) para projeto analégico. Através de simulacGes
elétricas verificou-se que em associacGes de transistores podemos obter condutancias de saida menores do que as de transistores
de canal curto. As matrizes pré-difundidas juntamente com a associagdo de transistores em SOTs apresentam algumas vantagens,
como: uso de ferramentas de CAD, o que diminui o tempo de projeto; e a possibilidade de implementar circuitos analégicos e
digitais na mesma matriz SOT. Atualmente ja existe uma ferramenta de geracdo de transistores compostos e medidas elétricas
serdo desenvolvidas quando retornarem os chips prototipados.
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